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SHEET RESISTANCE RsSHEET RESISTANCE Rs



AREA CAPACITANCES OF LAYERSAREA CAPACITANCES OF LAYERS

• it will be apparent that conducting layers are t be appa e t t at co duct g aye s a e
separated from the substrate and each other by 
insulating (dielectric) layers, 

• thus parallel plate capacitive effects must be 
present and must be allowed for.

• For any layer, knowing the dielectric (silicon 
dioxide) thickness, we can calculate area 
capacitance as follows:capacitance as follows:





Since the transition point of an inverter or gate is 0.5 VDD• which is close to 0.63 
VDD• it appears to be common practice to use transit time and time constant (as 
defined for the delay unit t) interchangeably and 'stray' capacitances are usually 
allowed for by doubling (or more) the theoretical values calculated.



INVERTER DELAYSINVERTER DELAYS



Super BuffersSuper Buffers
considering a positive going logic 
transition Vin at the input, it will be seen 
h h i f d b 1 d 2 ithat the inverter formed by T1 and T2 is 
turned on and, thus,
the gate of T3 is pulled down toward 0 
volt with a small delay Thus T3 is cut offvolt with a small delay. Thus, T3 is cut off 
while T4
(the gate of which is also connected to 
V;n) is turned on and the output is pulledV;n) is turned on and the output is pulled 
down qu'ickly.
Now consider the opposite transition: 
when V;n drops to 0 volt, then the gate of ; p , g f
T3 is allowed to rise quickly to V DD∙ Thus, 
as T4 is also turned off by Vin• T3 is made 
to conduct



PROPAGATION DELAYSPROPAGATION DELAYS

the overall delay increases rapidly as n increases and in practice no more than 
four pass transistors should be normally connected in series. However, this 
number can be exceeded if a buffer is inserted between each group of four g p
pass transistors or if relatively long time delays are acceptable.


